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OEM: Texas Instruments Transistor 2N708 Datasheet

s : 2N708
NP N-Epitaxial-Silizium-Planar-Transistor
Fiir Anwendungen mit hoher Schaltgeschwindigkeit
Mechanische Daten
Mate In mm T0-18
0.8 max
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Dur Kallekior il mit dem Gehliuse alakirisch varbund,

* Absolute Grenzwerte
Kollektor-Basis-Spannung 40V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bam. 1) 15V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 2) 20V
Emitter-Basis-Spannung 5V
Gesamiveriustleistung bel (od. darunter) Ty = 25 °C (Bem. 3) 360 mW
Gesamtverlustleistung bei (od. darunter) Tg = 25 °C (Bem. 4) 1.2W
Gesamtvarlustleistung bei Tg = 100°C 680 mW
Keollektor-Sperrschicht-Temperatur 200°C
Lagerungs-Temperaturbereich —685 °C bis +300°C
Bemerkungen;

1. Dieser Wert liegt an, wenn die Basis-Emitterdiode offen ist.

2, DiasarWaert liegt an, wenn der Basis-Emitter-Widerstand (Rex) gleich od. kleiner 10 Q ist.
3, Lineare Abnahme bis Ty = 200 *C mit 2,1 mW/*C, Rin v = 480 °*C/W max.*

4. Lineare Abnahme bis Tg = 200°C mit 6,9 mW/°C. Rin g = 145 °C/W max.*

* JEDEC registriert,
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Elektrische Kennwerte bel Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Pararneber Prifbedingungen min  max Ein-
helt
Uiaryceo Kollekior-Basis-Durchbruch- lg=1 A, Ig =0 40 W
spannung
Umeiecea Hollektor-Emittar-Durchbruch-  lg= 30 mA, lg =0 {Bam. 5) 15w v
Spannung
Uisricer Kollektor-Emitter-Durchbruch- lg= 30 mA, Rpg= 10 @ (Bem, 5 20® v
spannung
Uier) EBo Emitter-Basls-Durchbruch- lg=10ph, Ilc=20 5 W
spannung
lero Kollektor-Basis-Reststrom Ucp=20V, Ig=10 25% n&
Ucp=20V, Ig=0, Ty=150°C 15* @A
lcev Kollektor-Emitter-Reststrom Ugs =20V, Ups =025V, L
Tg = 125°C
lemo Emittar-Basis-Raststrom Ugg =4V, Ilg=0 100" nA
Nl" nA
hre Gleichstromvarstérkung Ueg=1V¥, Ilgc=05mA 15*
Uce =1V, lg=10mA ap* 120
Uer =1V, Ig="10mA, 15*
To=—85°C
Upe Basis-Emitter-Spannung Ig=1mA, Ilg=10mA 0,72 080 V
Ig = 0,7 mA, lg=7mA, ng* v
Ty = —=65°C
Uceesty HKollektor-Emitter-Rest- In=1mA, Ilgc=10mA n4* v
spannung g =07TmA, lg=TmA, 04% W
Ty = —B5°C bis +125°C
Bemerkung:

5. Impulsmabig gemessen: Impulsbreite < 300 ps
Tastverhaltnis < 1%

* JEDEC registriert.

** Texas-Instruments garantiert diesen Werl.
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Elektrische Kennwerle beil Ty = 25°C

Parameter Prifbedingungen min  max Ein-
hait
|hate| Betrag der Ugg = 10V, Ig = 10 mA, 30
KurzschluB-Stromvarstirkung f = 100 MHz
Cab Leariauf-Ausgangskapazitit Ugp =10V, Ig=10,f=1MHz 60* pF
Re (hyie) Realteil der KurzschluB- Uge =10V, lg = 10 mA, f= 300 MHz 80~ *]
Eingangsimpedanz
Schaltwerte bel Ty = 25°C
Parametar Prifbedingungen max Ein-
hadt
ta Speicherzeit lg = lppy = —lng = 10 mA (Bild 1)  25* ns

* JEDEC registriert.
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* Parameter-Messung

Eingang

Prifschalung

Bild 1; Speicherzelt

Bemerkungen:
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Bam. & und b}
Slgnnl-Fpannungsionm

a) 303 Lumatron Mercury-Relay Impuls Generator (od. &hnlich) mit folgenden Werten:

Ausgangswiderstand = 50 @, tr = 1 ns, PW = 400 ns.

b) Signalform gemessen mit Modell 12-AB Lumatron Sampling Oszillograph mit Modell 610
hochohmiger Tastkopf (od. &hnlich). Oszillograph te = 1 ns.

* JEDEC registriert.
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